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Capacitorless 1T-DRAM devices using

poly-Si TFT
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다결정 실리콘 박막트랜지스터 는 벌크실리콘을 이용한 소자에 비해(poly-Si TFTs) MOSFET
실리콘 박막의 형성이 간단하므로 대면적의 공정이 가능하며 다양한 기판위에 적용이 가능하여

등의 디스플레이 기기에 많이 이용되고 있다 또한 는 차원으로 적층된LCD, OLED . poly-Si TFT 3
소자의 제작이 가능하여 고집적의 한계를 극복할 소자로 주목받고 있다.
최근 은 캐패시터의 축소화와 구조적 공정이 한계점에 도달했으며 이를 극복하기 위, DRAM

하여 기판을 사용한 하나의 트랜지스터로 의 동작을 수행하는 의 연구가SOI DRAM 1T-DRAM
활발히 진행 중이다 이러한 소자를 대면적과 다층구조의 공정이 가능한. 1T-DRAM poly-Si TFT
를 이용하여 구현하면 초고집적의 메모리 소자를 제작 가능할 것이다 따라서 본 연구에서는. ,
다결정 실리콘 박막트랜지스터 를 이용한 의 동작 특성을 연구하였다(poly-Si TFTs) 1T-DRAM .
소자의 제작 방법으로는 의 열산화막이 성장된 실리콘 기판위에 상부실리콘으로200 nm p-type
사용될 비정질 실리콘 박막을 방법으로 증착하였다 다음으로 의 파장을 가지는LPCVD . 248 nm

레이저를 이용한 공정을 통하여 결정화된 상부실리콘층에KrF eximer laser annealing (ELA) TFT
소자를 제작하여 전기적 특성을 평가하였다.
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